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    １．概要（Summary） 我々が提案する単結晶シリコンの並列引張試験デバイス[1]において高剛性なせん断型ひずみゲージを用いて，
108 回以上のサイクル数での疲労試験を可能とするデバイスを設計し，京都大学ナノテクノロジーハブ拠点にて試作，引張試験による性能評価を行った． ２．実験（Experimental） 【利用した主な装置】 
A3: レーザー直接描画装置, A10: レジスト現像装置, 

A11: ウエハスピン洗浄装置, A54: 両面マスクアライナー, B3: 電子線蒸着装置, B5: プラズマ CVD 装置, 

B8: 深堀りドライエッチング装置 【実験方法】 
A3 を用いてマスクブランクスにマスクパターンを描画したマスクで，SOI ウエハに A54 を用いてフォトリソグラフィを行った．金属膜のパターニングはパターニングされたレジストの上から B3 を用いてアルミを蒸着し，シリコンのパターニングには B8 を用いた． 作製したデバイスに対して引張試験を行いひずみゲージからの出力，画像計測による試験片の伸びを計測し，先行研究[1]との比較を行った． ３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 に作製したデバイスの SEM 画像を，Fig. 2 に並列引張試験を行った際に計測したひずみゲージの出力を応力に変換したグラフを示す．並列させた 4 つの試験片全ての破断を観測した．  先行研究[1]では 1.5 GPa の応力を試験片に印加するためにアクチュエータの圧電ステージ変位が 12 µm必要であったが,本実験では圧電ステージ変位が 6 µm で同程度の応力印加が可能であり，試験系の剛性が向上していると考えられる．そのため圧電ステージの特性上駆動周波数が向上し，試験時間の短縮が見込まれる． 
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Fig. 2 Stress-stage-displacement diagram. 

Fig. 1 SEM image of the fabricated device. 
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